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(54) Verfahren und Einrichtung zur Reinigung, Aktivierung und/oder Metallisierung von Bohrlochern in horizontal 
gefuhrten Leiterplatten 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reinigung, Aktivie- 
rung und/oder Metallisierung von Bohrlochern in horizontal 
gefuhrten Leiterplatten, dadurch gekennzeichnet, dafc die 
Leiterplatte mit konstanter Geschwindigkeit uber eine 
Schwallstrecke hinweglauft, die von einer unterhalb der 
Transportbahn und senkrecht zur Transportrichtung ange : 
ordneten Duse gebildet wird, aus dem dasflussige Behand- 
lungsmittel in Form einer stehenden Welle an die Unterseite 
der Leiterplatte gefordert wird und eine Einrichtung dieses 
Verfahrens. 
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Patentanspruche 



L Verfahren zur Reinigung, Aktivierung und/oder 
Metallisierung von Bohrlochern in horizontal ge- 
fiihrten Leiterplatten, dadurch gekennzeichnet, 5 
daB die Leiterplatte mit konstanter Geschwindig- 
keit Qber eine Schwallstrecke hinweglauft, die von 
einer unterhalb der Transportbahn und senkrecht 
zur Transportrichtung angeordneten Duse gebildet 
wird, aus dem das fliissige Behandlungsmittel in 10 
Form einer stehenden Welle an die Unterseite der 
Leiterplatte gefdrdert wird. 

2. Verfahren gemaB Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Leiterplatte in einem Abstand von 

1 mm oberhalb der Duse positioniert wird. 15 

3. Einrichtung zur Durchfuhrung eines Verfahrens 
nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Duse im oberen Teil eines 
Diisengehauses angeordnet ist, das aus einer Vor- 
kammer mit Einlaufstutzen gebildet wird, die mit- 20 
tels einer Lochmaske vom oberen Teil des Dusen- 
innenraums abgetrennt ist. 

4. Einrichtung gemaB Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Duse in Form einer Perforations- 
ebene vorliegt, die geschlitzt, gelocht oder symme- 25 
trisch beziehungsweise unsymmetrisch durchbro- 
chenist 

5. Einrichtung gemaB Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, das der obere Teil des Diisengehauses 
eine zur Duse abfallende Ebene aufweist. 30 

6. Einrichtung gemaB Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB innerhalb des Diisengehauses, vor- 
zugsweise in dessen oberen Teil, ein Ultraschall- 
schwinger angeordnet ist. 

7. Einrichtung gemaB Anspruch 3, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, daB diese zwei Duseneinrichtungen auf- 
weist, die versetzt auf der Ober- und Unterseite der 
Leiterplatte angeordnet sind. 

8. Einrichtung gemaB Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Dusengehause, vorzugsweise im 40 
unteren Teil, eine Anode fixiert ist. 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reinigung, 45 
Aktivierung und/oder Metallisierung von Bohrlochern 
in horizontal gefuhrten Leiterplatten und eine Einrich- 
tung zur Durchfuhrung dieses Verfahrens. 

Leiterplatten fur gedruckte Schaltungen, die druch 
Bohrlocher die beiden Oberflachen oder innerhalb der 50 
Isolierflache nach der Aktivierung und Metallisierung, 
dem sogenannten Durchkontaktisierungsprozess, mit- 
einander verbinden, sind in ihrer Funktionsfahigkeit in . 
hohem MaBe davon abhangig, ob die jeweiligen Verun- 
reinigungen exakt entf ernt werden konnen. 55 

Verfahren und Einrichtungen zum Reinigen von der- 
artigen Kontaktierungslochem in Leiterplatten sind be- 
reits bekannt (DE-PS 26 06 984). Diese Verfahren und 
Einrichtungen weisen indessen relativ niedrige Durch- 
stromgeschwindigkeiten verbunden mit langeren Be- 60 
handlungszeiten auf, was verbesserungsbedurftig ist 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Zurverfu- 
gungstellung eines Verfahrens und einer Vorrichtung, 
welche eine exakte Reinigung und Behandlung von 
Bohrlochern in Leiterplatten mit hohen Durchstromge- 65 
schwindigkeiten in kurzen Behandlungszeiten ermogli- 
chen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch den im 



Anspruch 1 gekennzeichneten Gegenstand gelost. 

Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteran- 
spruchen beschrieben. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren ermoglicht in bis- 
her nicht erreichter Weise eine absolute Reinigung von 
Lochinnenwandungen in Leiterplatten innerhalb auBer- 
ordentlich kurzer Behandlungszeiten. 

Das Verfahren eignet sich auBerdem auch zur Akti- 
vierung und Metallisierung dieser Bohrlocher unter 
Verwendung ublicher Aktivierungs- und Metallisie- 
rungslosungen. 

Von besonderem Vorteil ist es, daB sogar kleinste 
Bohrlochdurchmesser bis zu 0,15 mm sicher konditio- 
niert, aktiviert und/oder metallisiert werden konnen. 

Weitere Vorteile bestehen darin, 
daB die Metallisierung, zum Beispiel die chemische Ver- 
kupferung, infolge des Wegfalls anhaftender Wasser- 
stoffblaschen sehr verbessert wird, 
daB die meisten ProzeBstufen ohne Beheizung durchge- 
fiihrt werden konnen und 
daB eine Gestellentmetallisierung entf allt. 

Die Duse kann vorteilhafterweise in Form einer Per- 
forations ebene vorliegeh, die geschlitzt, gelocht oder 
symmetrisch beziehungsweise unsymmetrisch durch- 
brochenist. 

Als fliissige Reinigungsmittel konnen zum Beispiel 
Wasser, Sauren, wie Schwefelsaure, oder Basen Ver- 
wendung finden. Zur Aktivierung lassen sich hierfiir iib- 
liche Aktivierungslosungen, zum Beispiel auf Basis von 
Edelmetalllosungen, wie Palladiumsalzlosungen, einset- 
zen. 

Fur die chemische und gegebenenfalls galvanische 
Metallisierung konnen ebenfalls hierfiir ubliche Badlo- 
sungen verwendet werden. 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden in den 
folgenden Figuren naher beschrieben. 

Esstelltdar: 

Fig. 1 : einen Querschnitt durch die Einrichtung 
Fig. 2: eine perspektivische Darstellung der Einrich- 
tung 

Fig. 3: eine schematische Darstellung der Verfahrenj- 
stufen 

Fig. 4: eine Drauf- und eine Seitenansicht der Loch- 
maske. 

Hierinbedeuten: 

1 Dusengehause 

2 Vorkamer 

3 Lochmaske 

4 Diiseninnenraum 

5 Duse 

6 Anode 

7 Raum zwischen Dusengehause und Leiterplatte (8) 

8 Leiterplatte 

9 Ultraschallschwinger 

10 Einlaufstutzen 

11 Schleifkontakte 

12 Behandlungslosung 

13 Pumpe 

14 Behalter 

15 Fuhrungsrollen 

A Einrichtung unterhalb der Leiterplattenebene 

A + B Einrichtung mit Ultraschallschwinger (9) 

A + C zwei Einrichtungen gegenuber senkrecht odei 

versetzt positioniert 

^4 + b + c zwei Einrichtungen gegenuber positionierl 
mit Ultraschallschwinger (9) 

A + D Einrichtung mit Elektrolyse (D) (Anode + Ka- 
thode) 
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/4 + C+Z) zwei Einrichtungen gegenuber positio- 
niert mit Elektrolyse (D) (Anode + Kathode) 

Die Arbeitsvorgange laufen beim Betrieb im wesent- 
lichen wiefolgtab: 

Durch mehrere Einlaufstutzen (10) wird die Behand- 5 
lungslosung, wie zum Beispiel Wasser, in die Vorkam- 
mer (2) geleitet. Der DUseninnenraum ist durch eine 
Lochmaske (3) geteilt, durch die eine Verteilung der 
Stromung zur Diise erzielt wird. Der Duseninnenraurn 
vor der Schlitzduse (4) dient als Stauraum fur eine 10 
gleichmaBige Ausbildung des Schwail nach Passieren 
der Duse (5). Im Raum (7) zwischeh dem Dusengehause 
(1) und der Leiterplatte (8) entsteht ein Oberdruck, der 
die Losung auch iiber den Bereich der hohen Stromung 
hin durch die Bohrlocher zwingt Im Fall der chemischen 15 
Behandlung der Leiterplatten wird nur mit der unteren 
Schwalldiise gearbeitet Bei Reinigungsprozessen mit 
Ultraschall und elektrochemischen Prozessen wird mit 
zwei Schwalldiisen, die jeweils versetzt auf der Ober- 
und Unterseite der Leiterplatte positioniert sind gear- 20 
beitet. In diesen Fallen ist in der Schwallduse bezie- 
hungsweise oberhalb der Leiterplatte ein Ultraschall- 
schwinger (9) installiert. Fiir die Elektrolyse ist eine An- 
ode (6) im Innenraum fixiert. Die negative Polarisation 
der Leiterplatte (8) erfolgt tiber Schleifkontakte (1 1), die 25 
auBerhalb des NaBbereichs vor und nach den Diisen 
positioniert sind. 

Das erfindungsgemafle Verfahren eignet sich insbe- 
sondere fiir die Behandlung von Leiterplatten fiir ge- 
druckte Schaltungen, die in der Elektrotechnik Verwen- 30 
dungfinden. 
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